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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
絶 縁 性 の フ ッ 化 カ ル シ ウ ム （ 化 学 式 ： Ｃ ａ Ｆ 2 ） か ら な る 単 結 晶 基 板 と 、 該 単 結 晶 基 板 上
に 形 成 さ れ た 少 な く と も 硼 素 （ 元 素 記 号 ： Ｂ ） と リ ン （ 元 素 記 号 ： Ｐ ） と を 構 成 元 素 と し
て 含 む 緩 衝 （ バ ッ フ ァ ） 層 と 、 前 記 単 結 晶 基 板 上 に 前 記 緩 衝 層 を 介 し て 形 成 さ れ た 、 一 般
式 Ａ ｌ α Ｇ ａ β Ｉ ｎ 1 - α - β Ｎ 1 - γ Ｍ γ （ ０ ≦ α ， β ≦ １ 、 ０ ≦ α ＋ β ≦ １ 、 記 号 Ｍ は 窒
素 以 外 の 第 Ｖ 族 元 素 を 表 し 、 ０ ≦ γ ＜ １ ） で 表 記 さ れ る 窒 化 ア ル ミ ニ ウ ム ・ ガ リ ウ ム ・ イ
ン ジ ウ ム 結 晶 層 か ら な る 活 性 層 と を 具 備 す る III族 窒 化 物 半 導 体 素 子 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 緩 衝 層 が 、 硼 素 （ Ｂ ） 原 子 と リ ン （ Ｐ ） 原 子 と か ら な る リ ン 化 硼 素 多 量 体 結 晶 （ Ｂ X

Ｐ Y 、 但 し Ｘ ≧ ６ 及 び Ｙ ＝ １ ま た は ２ ） の 含 有 量 を １ ／ ２ ０ 以 下 と す る Ｂ Ｐ 系 III－ Ｖ 族 化
合 物 半 導 体 結 晶 か ら 構 成 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の III族 窒 化 物 半 導 体 素
子 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 緩 衝 層 が 、 リ ン 化 硼 素 ・ イ ン ジ ウ ム 結 晶 （ Ｂ a Ｉ ｎ 1 - a Ｐ 、 但 し ０ ＜ ａ ＜ ０ ． ６ ２ ） か
ら な る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ に 記 載 の III族 窒 化 物 半 導 体 素 子 。
【 請 求 項 ４ 】

【 請 求 項 ５ 】

【 請 求 項 ６ 】

ま た は

絶 縁 性 の フ ッ 化 カ ル シ ウ ム （ 化 学 式 ： Ｃ ａ Ｆ 2 ） か ら な る 単 結 晶 基 板 上 に 、 少 な く と も 硼
素 （ 元 素 記 号 ： Ｂ ） と リ ン （ 元 素 記 号 ： Ｐ ） と を 構 成 元 素 と し て 含 む 緩 衝 （ バ ッ フ ァ ） 層
を 形 成 し 、 そ の 上 に 一 般 式 Ａ ｌ α Ｇ ａ β Ｉ ｎ 1 - α - β Ｎ 1 - γ Ｍ γ （ ０ ≦ α ， β ≦ １ 、 ０ ≦
α ＋ β ≦ １ 、 記 号 Ｍ は 窒 素 以 外 の 第 Ｖ 族 元 素 を 表 し 、 ０ ≦ γ ＜ １ ） で 表 記 さ れ る 窒 化 ア ル
ミ ニ ウ ム ・ ガ リ ウ ム ・ イ ン ジ ウ ム 結 晶 層 か ら な る 活 性 層 を 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る III
族 窒 化 物 半 導 体 素 子 の 製 造 方 法 。

前 記 緩 衝 層 を 、 硼 素 （ Ｂ ） 原 子 と リ ン （ Ｐ ） 原 子 と か ら な る リ ン 化 硼 素 多 量 体 結 晶 （ Ｂ X

Ｐ Y 、 但 し Ｘ ≧ ６ 及 び Ｙ ＝ １ ま た は ２ ） の 含 有 量 を １ ／ ２ ０ 以 下 と す る Ｂ Ｐ 系 III－ Ｖ 族 化
合 物 半 導 体 結 晶 か ら 構 成 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ に 記 載 の III族 窒 化 物 半 導 体 素 子
の 製 造 方 法 。

前 記 緩 衝 層 の 成 膜 温 度 を 、 約 ３ ０ ０ ℃ 以 上 約 ５ ０ ０ ℃ 以 下 と す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項



【 請 求 項 ７ 】

【 請 求 項 ８ 】
前 記 緩 衝 層 が 、 前 記 単 結 晶 基 板 と の 界 面 近 傍 の 領 域 に 単 結 晶 か ら な る 層 が 配 置 さ れ 、 そ の
上 方 の 領 域 に 非 晶 質 体 を 主 体 と す る 層 が 配 置 さ れ た も の か ら な る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ 乃 至 ３ に 記 載 の III族 窒 化 物 半 導 体 素 子 。
【 請 求 項 ９ 】
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４ ま た は ５ に 記 載 の III族 窒 化 物 半 導 体 素 子 の 製 造 方 法 。

前 記 緩 衝 層 の 厚 さ を 、 ５ ０ ０ Å 以 下 と す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ 乃 至 ６ の 何 れ か １ 項
に 記 載 の III族 窒 化 物 半 導 体 素 子 の 製 造 方 法 。

の 何 れ か １ 項

請 求 項 ８ に 記 載 の III族 窒 化 物 半 導 体 素 子 に 、 オ ー ミ ッ ク 性 電 極 材 料 か ら な る ソ ー ス （ ｓ
ｏ ｕ ｒ ｃ ｅ ） 及 び ド レ イ ン （ ｄ ｒ ａ ｉ ｎ ） 電 極 と 、 シ ョ ッ ト キ 性 電 極 材 料 か ら な る ゲ ー ト
電 極 を 設 け た Ｆ Ｅ Ｔ 。
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